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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体素子を搭載する多層回路配線板と、前記半導体素子を前記多層回路配線板に接続す
る際に前記多層回路配線板の周囲を接着して保持するスティフナーとを有するスティフナ
ー付き多層回路配線板であって、該スティフナーは外縁が前記多層回路配線板の周縁より
外側に位置し、また内縁が前記多層回路配線板の周縁の内側に位置する枠体で、下面に前
記多層回路配線板の厚みと同等の深さの窪みを有し、かつ前記多層回路配線板の熱膨張係
数に比べ１５％から３０％大きい熱膨張係数を持つ金属からなることを特徴とするスティ
フナー付き多層回路配線板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子を搭載する多層回路配線板と、半導体素子を多層回路配線板に接続
する際に多層回路配線板を保持するためのスティフナーとを有するスティフナー付き多層
回路配線板に関し、より詳しくは半導体素子を多層回路配線板に接続する際の工程の一つ
であるハンダリフロー工程、特にそのなかでもローカルリフロー方式と呼ばれる方式にお
ける接続不良を改善することができるスティフナー付き多層回路配線板に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体大規模集積回路（LSI）等の半導体素子には、近年、動作速度がクロック周波数で1
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GHzに達するものが出現している。このような高速半導体では、トランジスタの集積度が
高く、その結果入出力端子数が1000を越えることもある。
このような多端子数の半導体素子をプリント配線板に実装するために、半導体素子とプリ
ント基板の間には多層回路配線板が配置され、両者の電気的接合の中継をしている。多層
回路配線板は、高密集した半導体素子の端子との接合に対応するため、プリント配線基板
よりも非常に薄い層構造と、同じくより微細な配線ピッチからなる配線パターンを持つ。
また半導体素子との接合用に、接点部にはハンダバンプが設けられている。現在広く実用
化されている多層回路配線板としては、例えばBGA（Ball Grid Array）やCSP（Chip Size
 Package）等が挙げられる。
【０００３】
最近では、更なる高密度実装のためまた高動作周波数化のため、ポリイミド樹脂フィルム
などに配線パターンを形成したものを積層して、多層回路配線板全体の厚さを薄くすると
共に層間持続長を短くすることにより高動作周波数化に対応させたものも開発されてきて
いる。
【０００４】
多層回路配線板への半導体素子搭載にはいくつかの方法があるが、ハンダリフロー装置を
用いるのが一般的である。この装置では半導体素子と多層回路配線板を精密に位置合わせ
した状態で装置中を搬送しながら、温度を260℃近辺まで昇温した後、常温に戻す。前述
の様に接合用に設けられたハンダバンプは高温で融解し、多層回路配線板と半導体素子各
々の所定箇所間が接合され、温度低下と共に固化して接合は固定される。
【０００５】
多層回路配線板はポリイミド樹脂フィルムなどを積層して配線パターンを形成したもので
、厚みが薄く撓み易く、半導体素子を装着する際に不安定となるので、通常は多層回路配
線板と同等の外形外縁で、半導体素子搭載箇所を取り囲む形状のスティフナーと呼ばれる
金属板を接着することで平坦化を図ることが行われている。そして、多層回路配線板に例
えばポリイミド樹脂フィルムを用いた場合にはスティフナーの材質としては銅を用いるの
が一般的であった。これはポリイミド樹脂と銅は熱膨張係数がほぼ一致しており、ハンダ
リフロー工程での温度変化に対して変形が少なく問題がないと考えられていたからである
。
【０００６】
またスティフナーの形状に関する従来技術としては、半導体素子を装着した多層配線基板
を実装基板に接合する際の、多層配線基板と実装基板との接合用に設けたハンダボールの
接合を確実にする目的で、それぞれの構成要素間の応力を緩和するようにスティフナーの
形状を前記ハンダボールの直上の位置で空間部を形成するなどが行われている。（例えば
　特許文献1参照）
【０００７】
【特許文献１】
特開平１１－２２００５５号公報（第３頁、図１）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、半導体素子の端子は近年ますます高密集化しており、特に半導体素子と多
層配線基板である多層回路配線板を接続するためのハンダバンプは微小であるため多層回
路配線板のわずかな変形による工程中の接合位置ズレや接合不良が大きな問題となってい
た。特にこのわずかな変形はハンダリフロー工程でも片面側から、通常は下面側から加熱
する、いわゆるローカルリフロー方式のハンダリフロー工程では問題となり、実装不可能
となる事態も生じていた。
【０００９】
工程中の位置ズレの発生原因は次のように考えられる。多層回路配線板の中央部分に半導
体素子を装着するため、スティフナーは半導体素子を取り囲む枠状の形態であり、中央部
には貫通口を有する形態である。従ってスティフナーは多層回路配線板にその周辺部分で
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接着される。ローカルリフロー方式によるハンダリフロー装置中で下面側である多層回路
配線板側から加熱されると、多層回路配線板とスティフナー間に温度差が生じ、前述の様
に多層回路配線板の材質をポリイミド樹脂としスティフナの材質を銅として熱膨張係数を
同等に揃えた場合であっても膨張に差が発生する。
【００１０】
この様に多層回路配線板のほうがスティフナーよりも高温になるため膨張の度合いは大き
いにもかかわらず、周辺部を金属製のスティフナーに接着されているため多層回路配線板
の半導体素子を搭載する領域はたるみを生じ、平面状態を維持できなくなり上下いずれか
に膨れる。その結果、半導体素子側に膨れる場合には高温で融解したハンダバンプがつぶ
れ、半導体素子から離れる場合にはハンダバンプによる接合が形成されない、または接合
が不安定になる場合がある、といった問題が生じていた。
【００１１】
本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、半導体素
子を多層回路配線板に接続するために行うハンダリフロー工程、特にローカルリフロー方
式のハンダリフロー工程において、多層回路配線板の平坦性を維持して、半導体素子と多
層回路配線板との接続を確実にすることができるスティフナー付き多層回路配線板を提供
することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を実現する為に、本発明では、以下のような手段を講じる。
即ち本発明のスティフナーの形状は、その外縁が接着する多層回路配線板の外縁より外側
に位置し、また内縁が前記多層回路配線板の内側に位置する枠体で、かつ下面に前記多層
回路配線板の厚みと同等の深さの窪みを有している。かつスティフナーの材質は多層回路
配線板の熱膨張係数に比べ１５％から３０％大きい熱膨張係数を持つ金属からなる。前記
窪みに前記多層回路配線板を嵌合させるように接着する。
【００１３】
このような形態のスティフナーに多層回路配線板を接着したものをローカルリフロー方式
によるハンダリフロー装置において処理する場合、多層回路配線板下面とスティフナー下
面がほぼ面一となると共に、スティフナー下面の一部が加熱面に対して露出するため、多
層回路配線板とスティフナーとの間の温度差を小さくでき、かつスティフナーの熱膨張係
数を多層回路配線板よりも大きくすることでスティフナーの伸びを大きくし、多層回路配
線板に面方向のテンションを与えてたるみを生じ難くして平面状態からのズレを抑えるも
のである。スティフナーの熱膨張係数の値は多層回路配線板に比して１５％～３０％大き
い値とするのが望ましい。ここでスティフナーの熱膨張係数が多層回路配線板に比して１
５％より小さい値の場合はたるみを減殺する効果に乏しく、また３０％より大きい場合は
伸び量の差が大きくなり過ぎ位置ずれを生じる可能性がある。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下に本発明に係わる半導体素子と多層回路配線板とを接続するために行うハンダリフロ
ー工程での接続をより確実に行うことが可能なスティフナーの実施の形態を図面を元に更
に詳細に説明する。
【００１５】
図1は本発明の一実施形態のスティフナー2を多層回路配線板1に接着したものの断面形状
の説明図である。スティフナー2のみの形状は図2に示す。図１において、スティフナー2
はその外縁が接着する多層回路配線板1の外縁より外側に位置している。また中央の半導
体素子を装着する部位には相応する形状の穴が開いていて内縁を形成しているため、全体
として枠体をなしている。一般的な多層回路配線板の厚みは150μｍ、一辺40ｍｍ程度の
正方形であり、中央にハンダバンプを介して半導体素子（図示せず）を接合する。そのよ
うな形状の多層回路配線板を接着するスティフナー2は厚み500μｍ、一辺44ｍｍ程度の正
方形であり、窪みの深さは150μである。また中央の半導体素子を装着する部位の穴は一
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辺25ｍｍの正方形である。前記多層回路配線板1は下面の窪み4に嵌合して接着され、前記
多層回路配線版1の下面とスティフナー2の下面がほぼ面一となるようにされている。一方
、図3は従来の形状のスティフナー3を用いた断面説明図である。多層回路配線板1の外周
に、前記多層回路配線板1の周縁とスティフナー3の外縁が一致する様に接着して用いられ
る。
【００１６】
図１の実施形態および比較のため図３の従来の形態のものについて、スティフナーの材質
ををそれぞれ多層回路配線板と同じ熱膨張係数を持つ銅、銅よりも20％熱膨張係数が大き
い真鍮の２種の材質で作成し、それぞれの組み合わせについて比較を行った。ここで銅の
線膨張率は16.5[10-6/Ｋ]、真鍮の線膨張率は19.8[10-6/Ｋ]である。多層回路配線板の基
材であるポリイミドの線膨張率は銅と同等である。多層回路配線板を接着した側から加熱
し、約100秒で260℃に昇温させ、30秒保持、約50秒で常温に戻した。この時の多層回路配
線板中央部分の半導体素子を接合する領域の上下への変化量を測定した結果を表1に示す
。
【００１７】
【表１】

【００１８】
表1に示すように、従来の形状のスティフナーでは熱膨張係数の大きな材質を用いても効
果は無い。また従来用いられていた熱膨張係数の材質では本発明の形状にしても改善は見
られなかった。一方、本発明の形状で,かつその熱膨張係数が本発明に係る材質のものに
した場合、変動量は小さく押さえられ、本発明のスティフナーを用いることで多層回路配
線板の変形を抑えることが可能であることが確認された。
【００１９】
なお上記実施形態は本発明の実施形態の一例に過ぎず、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。
【００２０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のスティフナー付き多層回路配線板を用いることにより、ロ
ーカルリフロー方式のハンダリフロー工程においてスティフナーで固定した多層回路配線
板の熱変形を最小にすることが可能となり、熱変形によって引き起こされる半導体素子と
多層回路配線板との接続不良を減少できる。
【００２１】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のスティフナー付き多層回路配線板を示す断面図
【図２】本発明のスティフナー付き多層回路配線板のスティフナーの一例を示す説明図
【図３】従来の形状のスティフナーと多層回路配線板を接着した状態を示す断面図
【符号の説明】
1・・・多層回路配線板
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2・・・スティフナー
3・・・スティフナー
4・・・窪み

【図１】

【図２】

【図３】
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